
연수 제안서

연구 분야 IV족 및 III-V족 반도체 광전소자 연구

연구 과제명
광자기반 양자 기술향 능동 소자 응용을 위한 Si기반 

나노소재, 산화물소재, 3-5족 반도체 소재개발

연수 제안 업무
IV족 및 III-V족 반도체를 이용한 광전소자의 설계/공

정/측정에 관한 연구

(연수 내용)

- 연수기간 : 입원 후 1년 (실적 등에 따라 추가 연장 가능)

- 연수 내용 :

 양자 기술을 위해서는 III-V족 및 IV족 반도체를 이용한 광전소자의 연구가 필수적임. 특히 

양자집적소자를 실현할 IV족 및 III-V족 전자소자와 광소자 기술을 개발하기 위해, 소자 디자

인, 소자 공정, 소자 측정을 전반적으로 수행할 예정.

 구체적으로는 다음 중 하나 이상의 연구에 투입되어 연구를 진행할 예정

 1. 고성능 III-V족 수광소자에 관한 연구

 2. 고성능 III-V족 RF 소자에 관한 연구

 3. III-V족 소자와 IV족 소자의 이종집적 소자에 관한 연구
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